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Використання в якості широкозонних н/п анодів гібридних сонячних 
елементів (DSSC) ієрархічних наноструктур цинк оксиду (ZnO) з вели-
кою питомою поверхнею, збільшує кількість адсорбованого барвника-
сенсибілізатора та, відповідно, підвищує ККД [1, 2]. Дана робота присвя-
чена дослідженню можливості отримання ієрархічних наноструктур ZnO 
методом катодного імпульсного електроосадження.  
Імпульсне електроосадження масивів ZnO проводилося з водних ніт-
ратних розчинів в трьохелектродній електрохімічній комірці на скляні 
пластини, покриті прозорими електропровідними оксидними шарами. 
Використання потенціостата ПІ-50-1.1 забезпечувало регулювання ниж-
ньої і верхньої межі катодного потенціалу щодо електрода порівняння 
Uoff = -0,8 В, Uon = -1,4 В, відповідно, та підтримання сталої частоти пря-
мокутних імпульсів потенціалу (f = 2 Гц ¸ 1 кГц). Робочий цикл 
Dc = Ton/(Ton + Toff) змінювали від 0,2 до 0,8.  
Встановлено, що текстуровані в напрямку <001> нанороди ZnO фор-
муються при f = 2 Гц і температурах електроліту не менших 70°С. Охо-
лодження електроліту в процесі електролізу від 85°С до 70°С дозволяє 
вирощувати на поверхні більш крупних нанородів дрібніші, а при пода-
льшому зниженні температури до 60°С утворювати на їх поверхні тонкі 
(товщиною 100 нм) шаруваті шестикутні пластинки, і таким чином ство-
рювати ієрархічні наноструктури. Нанороди ZnO формуються тільки при 
Dc = 0,4, а структури з великою питомою поверхнею у вигляді мезопори-
стих сіток утворюються при Dc = 0,8. 
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